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[57]申請專利範圍
1.　一種近場相位微影成像方法，其實施步驟包含：將軟性高分子材質製成之相位偏移光罩
置於已塗光阻之基材上，該相位偏移光罩具有已設計之圖案，令該相位偏移光罩與基材

係置於一膜腔內，且一密封膜將於相位偏移光罩與基材包覆，藉由氣體吹入膜腔內以產

生壓力，使相位偏移光罩緊密貼合於基材，再於該膜腔設有一石英板以供曝光光源透過

而照射相位偏移光罩與基材進行曝光，以使光阻成像。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之近場相位微影成像方法，其中該相位偏移光罩之圖案邊緣
具有 π相位反轉特性，使得曝光時圖案邊緣的兩道光進行破壞性干射而於光阻上成像。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之近場相位微影成像方法，其中相位偏移光罩係由聚二甲基
矽氧烷(PDMS)所製成。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之近場相位微影成像方法，其中該曝光之光源係為準分子雷
射。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之近場相位微影成像方法，其中該曝光之光源係為紫外光。
圖式簡單說明

第一圖：本發明之步驟流程圖

第二圖：本發明之實施例示意圖

第三圖：本發明之近場相位偏移微影曝光之示意圖
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